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Telefunken

Diode BY448

Datasheet

BY 448 - BY 458

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendung: Hochspannungsgleichrichter
Basondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht

Abmessungen in mm

Eathaia 4.*—-
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Bastempelung: Klartaxt

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung Uy
StoldurchlaBstrom
t,=10ms -
DurchlaBstrom, Mittelwert b
Sperrschichttemperatur II
Lagerungstempearaturbaraich ng
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
auf Leiterplatte im Raster 25 mm L
Kenngrien
'|"J = 25 °C, falls nicht anders angegaben
DurchlaBspannung
=3A u
Sperrstrom
Up=Upepy a
T =140°C I

Gesamtrockwartserholzeit

-d
iF
fF =1 .F\. F = U,EIE A."|JE )

& Hermetisch dichtes Gehiuse

Sinterglasgehiuse
SOD &Y
Gewicht max. 0,4 g

BY 448 BY 458
1500 1200 W
30 A
2 A
140 *C
-B5._..+175 °C
100 KW

Min. Typ. Max,
1.6 W
3 s
200 T
20 s
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BY 448 - BY 458
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Epoxy Gilas Harigéwa e, Plattansisrke: 1.5 mm
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